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В работах [1—6] изложены результаты исследования электропро­
водности и фотопроводимости азидов свинца и серебра, являющихся 
инициирующими взрывчатыми веществами, а также предлагаются ме­
ханизмы термического разложения этих соединений. В некоторых слу­
чаях [1] наблюдаются расхождения величины и даже вида температур­
ной зависимости электропроводности AgN3, полученных на различных 
установках, что связано, вероятно, с различными условиями проведения 
эксперимента.
Это, в свою очередь, затрудняет корреляцию результатов электро­
физических измерений азидов с данными по термическому разложению 
ввиду различных условий проведения эксперимента. Нами сконструи­
рована простая установка, позволяющая одновременно измерять элект­
ропроводность и фотопроводимость высокоомных материалов.
Кроме того, установка позволяет измерять эти же характеристики 
в процессе термического разложения исследуемого объекта.
Описание установки
Схема установки представлена на рис. 1 и состоит из измеритель­
ной ячейки (1), источника света (6) с монохроматором и регистрирую­
щего прибора В2-5. Измерительная ячейка (1) стеклянная, разъем-
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ная, вакуумная, подробно описана в [8]. Использование в ячейке 
кварцевого окна (2) для освещения образца позволяет измерять фото­
токи в широком спектральном диапазоне (220 +  1100 т\і).
Для устранения погрешностей в измерении температуры, при ис­
пользовании компенсационных проводов, термопара (3) выводится из 
ячейки через вакуумно-плотные выводы (4), выполненные на основе 
эпоксидной смолы ЭД-5, и присоединяется к показывающему прибору 
ПП-Ш (5). Источником света в установке служит лампа сверхвысокого 
давления типа ДРШ-1000 (6), смонтированная в металлическом корпу­
се (7). Свет от лампы фокусируется кварцевой линзой (8) на призме 
(9) спектрофотометра СФ-4 и затем через микрометрические щели (10) 
попадает на образец (11).
Компенсационная схема измерения фототока представлена на 
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отечественный милливольтметр-электрометр ламповый В2-5. Напряже­
ние на образец (2) подавали с батареи гальванических элементов 
БАС-80-Х-1 (3) и регулировали потенциометром ВЗР на 1,5 Мом  (4).
Сопротивление нагрузки R 0 представляет набор образцовых сопро­
тивлений (1011, IO10, IO9, IO8, IO7, 106сш) с переключателем от тераом­
метра типа Ф-57 и позволяет измерять сопротивление от IO6 до 1015ом. 
При измерении фотопроводимости компенсация сигнала темновой про­
водимости, поступающего на показывающий прибор В2-5 (1), произ­
водилась с помощью потенциометра ПП-Ш (5).
Установка имеет следующие параметры:
1. Пределы измерения сопротивлений R IO6 —т-1015ож.;
2. Напряжение, подаваемое на образец И  =  I -R-400 в:
3. Рабочее давление в системе IO-5 мм рт. ст.
4. Диапазон рабочих температур R= 20 +  250° С;
5. Ошибка измерений не более 10%.
На описанной выше установке были проведены измерения темно­
вой и фотопроводимости азида свинца и темновой проводимости азида 
серебра в вакууме. На образец подавали напряжение 95в., которое за­
ведомо меньше пробойного (250в см, обзор [6]).
Полученные результаты сопоставлены с литературными и сведе­
ны в табл. 1.
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Т абли ц а I
Удельное сопротивление, фототок, энергия активации P bN 6 и A g N 3
Ф орм ула
соединения R,






P bN fi 1,5 X IO13 — —  — (4)
P bN fi -  4 X IO - 12 8,2 (Ъ)
P bN fi 0,99 +  1,06 X IO13 32 2 X I O - 14 9,7 Н аш и ре­
зультаты
A gN 3 3 X IO8 24,8 — — (6)
A gN 3 3,5 X IO8 25,0 — — Н аш и ре­
зультаты
где R  — темновое сопротивление образцов,
R3KTt и E  актф — соответственно энергии активации темновой и фо­
топроводимости. Различие результатов по величине фотопроводимости 
PbN6 может быть связано с различной напряженностью поля у нас 
(65 в/см) и у Дидмана и Левиса [5] (600 в/см), когда становится воз­
можной инжекция носителей из электродов [7], а также различием в, 
интенсивностях фотоактивного света.
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